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 ملخص 

لم من اجل ان خاي  حث ع الع ف ف ال ل من  ا ال و ل في ا ال ا الع ين ه

ل  عي م ب كيب ثاثي  ا ت قيق  ئح  ض  CuInSe2    2CuIn1-xGaxSeضوئي من ص من اجل ت

ضوئي أتصنيع ات  ز ال ق ج فس أحسن مص الط وئي من ء ال ب لي جعل ال  .الح

ع إ ا ق قيق  ئح ال ي ضوئي من الص اس خ حو حو  ا ت ن ه  CuIn1-xGaxSe2 (CIGS) ع

ن من  اتي ت ءالتي ل خوا  ع يصل  إعط ت ضوئي م اي  %03 إلىم تحويل ك لنس ل ب

ضوئي  ضوئي   %51ال كي ال ت لنس ل  .ب

ق اكس الزنك  ل بإحا  ا الع ن في ه يوZnO ق ل طعم ب ميو Fال يتي ال من اجل  CdS محل ك

ال اث  م  CdSا   . كون م س

يق  قت بط و ال ن ك ل اء مح ن بإج ا ق ي  SCAPS-1Dأجل ه اخ ا ال اميت حصو ال ل

قصو  ا ال س الوقت تي ال تأمين في ن ى   ني  (Icc)ال مل ال توح  (FF)مع ا ال  (Vco)ج ال

ع ت ئص م ص ى ال نتن من الحصو ع ضوئي م كيب ال ك الت يل I(V)   C(V)، ا مح عن تح

م العنص  حن في ح ما ال صو تاحم ح وم ب ع ى بعض ال ن من الحصو ع بق ت نحني الس ال

كيز شوائب يق  ال  10)مع ت
+17

-10
+18

 cm
-3. ) 

لغ في تحسين  ي ب وائب  اه ي ال ي ك م في تح اءا التح تحصل  أ ئج ال النت ضوئي  ني ال ال

ي ع مجع ن ك بواسط ب ح يق ال ضوئي  (0235)نس  SCAPS-1D ن  ل ال ق ب تع ال

ئج  ق مع النت يتت ي  .  η ⋍05 % الت

       

   



Résumé  

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une contribution aux effets menés par différents 

groupes de recherche dans le monde pour l'élaboration des cellules solaire en couches 

minces à base des composés ternaire  tel que chalcopyrites  CuInSe2 noté CIS et 

quaternaires comme Cu(In1-x ,Gax)Se2 note CIGS en associant la technologie des 

couches minces pour réduire le cout de fabrication de dispositifs photovoltaïque (PV) , 

ce qui permet à l'électricité solaire d'être compétitive avec les meilleurs source 

d'énergie.  

Notre travail est focalisé sur l'étude d'une cellule solaire en couche mince à base de 

Cu(In1-x ,Gax)Se2 qui possède des propriétés intrinsèque et des performances élevées en 

matière de rendement de conversion PV atteignant 30% pour les cellule solaire et 15% 

pour les module PV. 

Nous avons proposé le remplacement de la couche tampon Sufure de Cadmium 

(CdS) par l'oxyde de Zinc (ZnO) pour élimine l'impact de CdS a cause de sa toxicité. 

        Pour ce une simulation numérique du model proposé par la logiciel SCAPS-1D 

version (3201) s'avère nécessaire pour optimiser les paramètres intrinsèque et assurer à 

la fois un courant de court-circuit (Icc) et un facteur de forme (FF) et une tension en 

circuit ouvert (Vco) élevée,  cette dernière permet d'établir les caractéristiques I(V) et 

C(V) l'analyse des courbes I(V)  et  C(V) ont permet d'obtenir des informations sur la 

recombinaison au volume de l'absorbeur (CIGS) aves une concentration d'impureté de 

l'ordre (10
+17

 et 10
+18

 cm
-3 

) le contrôle des défauts dans (CIGS) joue un rôle déterminant 

sur l'amélioration des performances de la structure. 

Ce résultant obtenu par SCAPS-1D version (3201)  pour le rendement de conversion 

s'accorde avec l'expérimental η≃31%.                                               


